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Uwaga:
m, - masa spoczynkowa elektronu swobodnego: 9.1-107" kg

m, - masa efektywna elektronu (= 0.067-m, dla GaAs)

m,

me .mh

mred =
me +mh

- masa efektywna elektronu (= 0.55-m, dla GaAs)

- masa zredukowana






